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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verkapse- 
lung fur elektronlsche Bauelemente, insbesondere fur 
mit akustischen Oberflachenwellen arbeitende Bauele- 
mente -OFW-Bauelemente - nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 . 

Verkapselungen bzw. Gehause fur elektronlsche 
Bauelemente, insbesondere auch fur OFW-Bauele- 
mente fur Hochfrequenzanwendungen, sind vorzugs- 
weise hermetisch dicht ausgefuhrt und bestehen bei- 
splelsweise aus einer metallischen Kappa und einer 
metaltischen Bodenplatte Oder auch einem teilwelse 
metallisierten Trager fur das Bauelementesystem. tm 
Falle von OFW-Bauelementen ist unter Bauelemente- 
system gonerell ein piezoelektrisches Substrat mit dar- 
auf aufgebrachten beisplelsweise Wandler, Resonato- 
ren Oder Reflektoren bildenden metallischen Strukturen 
sowie elektrischen Anschlussen fur diese metallischen 
Strukturen zu verstehen. Die metallischen Strukturen 
sind In der Regel nicht passlvierbare Aluminiumstruktu- 
ren. Nach dem EInbau in Metall- Oder Metall/Keramik- 
gehause oder -verkapselung konnen auf den metalli- 
schen Strukturen Kurzschlusse auftreten, die von elek- 
trisch leitenden metallischen Partikein hervorgerufen 
werden. Diese Partikel konnen sich von der Innenseite 
der Kappe oder von den metallisierten Berelchen des 
Bauelementesystemtragers losen. Welterhin kann auch 
das Verloten oder VerschweiBen von Kappe und Boden- 
platte Oder Bauelementesystemtrager eine Quelle fur 
derartige leitfahlge metallische Partikel sein. weil nicht 
vollstandig zu vermeldende Lot- oder SchweiBspritzer 
zu KurzschlOssen auf den metallischen Bauelemente- 
strukturen fuhren konnen. SchlieBlich konnen auch bei 
der Drahtkontaktierung an den elektrischen Anschlus- 
sen der metallischen Bauelementestrukturen metalli- 
sche Partikel entstehen. 

Das Problem von KurzschlOssen durch leitfahlge 
metallische Partikel der vorstehend eriauterten Art kann 
beisplelsweise dadurch vermieden werden, daB entwe- 
der die Entstehung der Partikel vermieden wird, vorhan- 
dene Partikel entfernt werden oder solche Partikel an 
unschadlichen Stellen zuvertassig fixiert werden. 

An Kappen und metallischen Bodenplatten werden 
die Partikel Qberwiegend bei der Herstellung der Kap- 
pen, etwa durch Abrieb beim Walzen oder Im Tiefzieh- 
und Stanzwerkzeug gebildet. Mittels intensiver Reini- 
gungsverfahren kann versucht werden, die Partlkelzahl 
moglichst niedrig zu halten oder die Innenseite der Kap- 
pen vor der Montage z. B. mit einem Polymer zu be- 
schichten, das die Partikel bindet und fixiert. Polymer- 
beschichtungen sind jedoch insofern nachteilig, als ihr 
Aufbringen auf definierte Bereiche, z. B. bei eckigen 
Kappen, fertigungstechnisch schwierig ist, eine voll- 
standige Beschichtung der Innenoberflache nicht mog- 
lich ist, weil Lot- oder SchweiBrander und Bereiche der 
WarmeeinfluBzone beim Loten oder SchweiBen frei 
bleiben mussen und Platzprobleme durch relatlv dicke 



Schichten sowie Ausgasungen aus dem Polymer die 
Langzeitfunktionstuchtigkeit der Bauelemente beein- 
trachtigen. 

Weiterhin konnen metallische Uberzuge, beisplels- 
5 weise aus Nickel, galvanisch oder stromlos (chemisch) 
aufgebracht werden, urn Partikel in Kappen oder auf 
metallischen Bodenplatten zu fixieren. Auch damit ist je- 
doch keine vollstandige Partikelfreihert zu realisieren. 

Bei keramischen Bauelementesystemtragern ist 
10 voralleman relativscharfen Kanten ein Abbrechen oder 
Ablosen von Teilchen der Metallisierung nicht vollstan- 
dig zu vermeiden, selbst wenn der Bauelementesy- 
stemtrager in dieser Hinsicht etwa durch Verrundung 
von Kanten oder ein Enden der Metallisierung vor den 
IS Kanten optimal ausgelegt wird. 

Weiterhin ist auch eine Drahtkontaktierung nach 
heutigem Standard nicht vollstandig abriebfrei zu reali- 
sieren. 

Eine Passivierung der Bauelementestrukturen aut 
20 dem Substrat durch isolierende ausreichend dIcke 
Schichten unmittelbar auf den Strukturen ist bei hoch- 
genauen Bauelementen in der Regel nicht moglich, da 
selbst durch sehr dunne Schichten die Bauelementeel- 
genschaften ungunstig beeinfluBt werden. Beispiels- 
25 weise bei OFW-Bauelementen in Form von BandpaBfil- 
tern kann dies beisplelsweise zu einer Verschiebung der 
Mtttenfrequenz Oder einer Erhohung der Bandbreite 
fuhren. Eine Kompensation der Eigenschaftsverande- 
rung von Bauelementen durch unter diesen Gesichts- 
30 punkten angepaBte Strukturen ist nicht immer moglich, 
da nach heutigem Standard das Aufbringen von dunnen 
Schichten mit ausreichender Reproduzierbarkeit der 
Schichtdicke nur schwer gelingt. 

Aus der GB-A 1 512 593 ist eine Abdeckkappe fur 
35 ein Oberflachenwellenbauelement bekannt, welche auf 
das Bauelement aufgeklebt wird und uber den Bauele- 
mentstmkturen einen Hohlraum ausblldet. 

Aus IEEE Journal of Electronic Engineering, Bd. 30, 
Nr. 317, 1. Mai 1993, Seiten 66 bis 68, XP 000365156, 
40 Takahiro Ueta: "Mobilecom Demands Surface-Modula- 
ted Crystal Units", ist eine keramische Abdeckkappe fur 
Quarzbauelemente bekannt, die die Bauelementstruk- 
turen unter Ausbildung eines Mohlraums umschlieBt 
und die mit Hilfe von Harz, einem niedrig schmelzenden 
45 Glas Oder mit Hilfe von Lot aufgeklebt und abgedichtet 
ist. 

Aus der EP-A-0 367 181 ist eine zweiteilige Abdek- 
kung fur ein Oberflachenwellenfilter bekannt, die aus ei- 
nem Dichtring und einer darauf aufgeldteten Metallplat- 
50 te besteht. 

Da - wie oben ausgefuhrt - KurzschlOsse hen/orru- 
fende leitfahlge metallische Partikel mit wirtschaftlich 
vertretbarem Aufwand nicht vollstandig zu vermeiden 
sind und eine direkte Passivierung der Baueiemente- 
55 strukturen in vielen Fallen moglich ist, liegt der vorlie- 
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, bei OFW- 
Bauelementen, die metallischen Bauelementestruktu- 
ren zuverlassig so gegen leitfahlge metallische Partikel 
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* abzuschirmen, da(3 die elektrischen - und bei OFW- 
Bauelementen auch die akustischen • Eigenschaften 
nicht unzulassig beeinfluBt werden. Die Abdeckung soli 
daruber hinaus einfach zu realisieren sein. 

Diese Aufgabe wird durch eine Verkapselung nacin 
Anspruch 1 geldst. 

Weiterbiidung der Erfindung sind Gegenstand von 
Unteranspruchen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in den 
Figuren der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiele nailer eriautert. Es zeigt: 

Figur 1 in schematischer Draufsicht einen Teil einer 
erfindungsgemaBen Verkapselung tOr ein OFW- 
Bauelement; 

Figur 2 eine schematische Schnittansicht des Bau- 

elementes nach Figur 1; und 

Figur 3 in schematischer Draufsicht ein Bauelement 

nach den Figuren 1 und 2 mil einer speziell fur eine 

elektrische Kontaktierung strukturierten Abdeck- 

schicht. 

Bei dem in Figur 1 in schematischer Draufsicht dar- 
gestellten elektronischen Bauelement handelt es sich 
um ein OFW-Bauelement mit einem piezoelektrischen 
Substrat 1 , auf dem metallische Bauelementestrukturen 
10 und 11 vorgesehen sind, wobel es sich beispielswel- 
se um einen Interdigitaiwandler 10 sowie Reflektoren 11 
handelt. Derartige Strukturen sind an sich bekannt und 
werden daher hier nicht naher erlautert. Weiterhin kon- 
nen in bestimmten Bereichen auf dem piezoelektri- 
schen Substrat 1 in an sich bekannter Weise akustische 
Dampfungsmassen 12 - sogenannte Besumpfungen - 
vorgesehen sein. Die vorstehend erlauterte Anordnung 
wird im eingangs beschriebenen Sinne hierals Bauele- 
mentesystem bezeichnet. 

Zur Vermeldung der eingangs eriauterten schadli- 
chen Einflusse von elektrisch leltenden metalllschen 
Partikein ist erfindungsgemaB auf dem Bauelemente- 
substrat 1 eine Verkapselung vorgesehen, die gemaB 
dem Kem der Erfindung durch eine Abdeckung 13, 14, 
15 (siehe dazu auch Figur 2) gebildet ist, welche in Be- 
reichen der Bauelementestrukturen 1 0 bis 1 2 diese auf- 
nehmende Ausnehmungen 16 (siehe Figur 2) besitzt. 
Im Ausf uhrungsbeispiel nach Figur 1 ist zwar der Trager 
13 so ausgebildet, daB er sich am AuBenrand des Sub- 
strats 1 befindet. Dies ist jedoch erfindungsgemaB nicht 
zwingend erforderlich. Beispielsweise kann der Trager 
1 3 auch so ausgebildet sein, daB die Besumpfungen 1 2 
auch ganz oder teilweise auBerhalb des Tragers 1 3 lie- 
gen. 

In Weiterbiidung der Erfindung ist diese Abdeckung 
(13, 14, 15) durch einen die Bauelementestrukturen 10 
bis 12 umgebenden Trager 13 auf dem Bauelemente- 
substrat 1 und eine auf den Trager aufgebrachte Ab- 
deckschicht 15 gebildet, wobei der Trager 13 vorzugs- 
welse als geschlossener Rahmen ausgebildet ist, so 
daB in vorteilhafter Weise. eine geschk)ssene herme- 
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tisch dichte Verkapselung entsteht. Der Abstand zwi- 
schen der Abdeckschicht 1 5 und den Strukturen 10 und 
11 sollte so bemessen sein, daB die bestimmungsge- 
maBe Funktion des Bauelementes im Gebrauch zu kei- 

5 nem Zeitpunkt beeinfluBt wird. Der Trager 13 muB je- 
doch nicht notwendigenweise die Form eines geschlos- 
senen Rahmens besitzen, sondern kann gegebenen- 
falls auch Durchbruche enthalten, wodurch Telle der 
Substratoberflache zuganglich werden. 

10 GemaB einer Weiterbiidung der Erfindung konnen 
zusatzlich zu dem aufrechten rahmenformigen Trager 
13 auch noch Stutzen 14 vorgesehen sein, welche zu 
mechanischen Lagerung der Abdeckschicht 15 beitra- 
gen. Die Abdeckung 13, 14, 15 kann gemaB einer Aus- 

15 fuhrungsform der Erfindung durch eine Folie gebildet 
werden, die auf der Sette des Bauelementesubstrates 
1 die Bauelementestrukturen 11, 12, 13uberspannende 
Vertiefungen 16 enthalt. Dies wird durch partlellen Ma- 
terialabtrag der fur die Abdeckung vorgesehenen Folie 

20 realisiert. Die so bearbeitete Folie kann dann beispiels- 
weise durch Kleben, SchweiBen oder Laminieren auf 
das Bauelementesubstrat 1 aufgebracht werden. 

GemaB der Erfindung wird fur den Trager 13, die 
Abdeckschicht 15 und gegebenenfalls die Stutzen 14 

25 ein durch Fototechnik strukturierbares Material venwen- 
det. Dies kann beispielsweise ein Fotolack oder ein 
durch UV-Licht strukturierbares Material sein. Dieses 
Material wird dann so belichtet, daB nach einem Ent- 
wicklungsschritt nurdie Bauelementestrukturen 10, 11, 

30 1 2 und weiterhin auch fur die elektrische Kontaktierung 
dieser Bauelementestrukturen vorgesehene Flachen 
(siehe Figur 3) freillegen. 

Sodann wird auf den so hergestellten Trager 1 3 und 
gegebenenfalls die Stutzen 14 eine Abdeckschicht 15 

35 aufgebracht, die ebenfalls aus einem durch Fototechnik 
strukturierbaren Material der vorstehend genannten Art 
besteht. Dieses Material kann in Form einer festen Folie 
aufgebracht werden, die bei ausreichender DIcke der 
den Trager 13 und gegebenenfalls die Stutzen 14 bil- 

40 denden ersten Lage zusammen mit dieser die Ausneh- 
mungen 16 bilden. 

Durch Fotostrukturierung der Abdeckschicht 15 
konnen zur Kontaktierung der Bauelementestrukturen 
10 und 11 Bereiche 20 freigelegt werden, wiedies in der 

45 Draufsicht nach Figur 3 schematisch dargestellt ist. In 
diesen Bereichen 20 werden damit fur eine Kontaktie- 
rung durch Bonden Kontaktierungspads 21 freigelegt. 

Nach Fertlgstellung der vorstehend eriauterten Ab- 
deckung kann die Weiten/erarbeitung des Bauelemen- 

50 tes in an sich bekannter Weise erfolgen. 

Weiterhin ist es fur bestimmte Anwendungen von 
Vorteil, wenn uber der Abdeckung eine Kunststoffum- 
hOllung angeordnet ist, die bevorzugt aus einer Kunst- 
stoffolie besteht. 

55 Das Verfahren zum Herstellen einer derartigen Ver- 
kapselung besteht darin, daB die Umhullung des abge- 
deckten Substrats durch Tauchen, Sintern, VergieBen, 
Umspritzen oder Umpressen unter Venwendung von 
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Kunststoffmassen auf derGrundlage von Reaktlonshar- 
zen Oder geschmolzenen Thermoplasten hergestellt 
wird, wobei bevorzugt Werkstoffe fur Abdeckung und 
Umhullung verwendet werden, die autgrund ihrer me- 
chanlschen Eigenschaften, vorzugsweise ihres Aus- 
dehnungs- und Schrumpfungsverhaltens nach Fertig- 
stellung der Verkapselung die erforderliche Ausneh- 
mung sicherstellen. 

Die Herstellung eines Bauelements nach der Erfin- 
dung kann in tolgender Weise geschehen. 

Im AnschluB an die Waferfertigung erfolgt das Ab- 
decken der Substrate (Chips) mit einer geeigneten 
Kunststoffolie, die im Bereich der Bauelementestruktu< 
ren Ausnehnnungen aufweist. Daran schlie3t sich das 
Vereinzein der Chips durch Sagen, Brechen o. dgl. an. 
AnschlieBend erfolgt das Montleren der Chips und die 
Herstellung der elektrlschen Zuf uhrungen in bekannter 
Welse, indem die Chips auf Tragerstreif en oder Gehau- 
seteilen befestigt und z.B. mittels Bonddrahten kontak- 
tiert werden. Die Kontaktierung mIt Bonddrahten kann 
auch entfallen, wenn Kontaktfelder auf den Chips zu- 
ganglich gehalten werden (z.B. fur eine spatere "Chip 
on Board'-Montage) oder wenn eine berOhrungslose Si- 
gnalubertragung (z.B. Induktlon) angewandt werden 
soil. 

Nach diesen Verfahrensschritten erfolgt das (voll- 
standige oder teilweise) Umhulien der Chips durch ub- 
liche Verfahren wre Tauchen, SIntem, VergieBen, Um- 
spritzen oder Umpressen mit Werkstoffen auf der 
Grundlage von Reaktlonsharzen oder geschmolzenen 
Thermoplasten. Durch die Abdeckung, mit einer Kunst- 
stoffolie, wird dabei gewahrleistet, da3 die Flachen des 
Chips mit den Bauelementestoikturen mit der Umhull- 
masse uberhaupt nicht und mit der Abdeckung zumin- 
dest nicht bleibend In Kontakt kommen. 

Wird die Umhullmasse bei hinreichend kleinen 
Drucken verarbeitet, so erfahrt die Abdeckung keine 
Oder nur eine geringf ugrge Verformung; hierbei wirkt das 
eingeschlossene Gaspolsterzwischen Chip und Abdek- 
kung unterstutzend, da durch die Komprimierung dem 
Niederdrucken der Abdeckung entgegengewirkt wird. 

Bei hoheren Verarbeitungsdrucken ist ein Nieder- 
drucken der Abdeckung bis auf die Chipoberflache nicht 
mehr auszuschlieBen. Durch Venwendung geelgneter 
Werkstoffe fur Abdeckung und Umhullung sowie geelg- 
neter Steuerung der ProzeBbedingungen wird jedoch 
erreicht, daB nach dem Erharten der Umhullmasse ein 
klelner definierter Abstand (vorzugsweise Im |im-Be- 
reich) zwischen Chipoberflache und Abdeckung ausge- 
bildet wird. Dies ist insbesondere durch geeignete Va- 
riation und Kombinatlon dermechanlschen Eigenschaf- 
ten der venA/endeten Werkstoffe (unterschiedliche Lan- 
genausdehnungen bzw. -schrumpfungen hervorgeru- 
fen beispielsweise durch Temperaturunterschiede und/ 
Oder chemlsche Reaktionen) moglich. 

Die einzelnen Verfahrensschrltte bei der Herstel- 
lung eines OFW-Bauelementes werden im folgenden 
Ausfuhrungsbeispiel aufgezeigt. 



• Metallisierung und Strukturierung des Wafers, 

• Laminieren des Wafers mit einer UV-strukturierba- 
ren Resistfolie, 

• Belichten und Entwickein zum Freilegen der spate- 
5 ren Hohlraume und gegebenenfalls Kontaktierfla- 

chen usw., 

• Laminieren der Abdecklage aus der gteichen Re- 
sistfolie auf die so erzeugte Baslslage, 

• Belichten und Entwickein derart, daB der Hohlraum 
abgedeckt bteibt, aber gegebenenfalls andere Stel- 
len (Bondpads, Sagellnlen. Justiermarken) freilie- 
gen 

• Umpressen der auf ein "Leadframe" (Trager) ge- 
klebten Chips mitteis eines Qbllchen Verfahrens. 

Beim letzten Verfahrensschritt wird durch den 
Druck der heiBen PreBmasse (ca. lOObar) die Abdeck- 
folie zunachst fast ganzflachig auf die Chipoberflache 
niedergedruckt. Entscheidend Ist es nun, daB nach der 
Erflndung die PreBmasse beim Abkuhlen von der Pro- 
zeBtemperatur weit wenlger zur Chipoberflache hin- als 
die Abdeckfolie von ihr wegschrumpft. In Verbindung mit 
einer guten Haftung der PreBmasse an der Abdeckfolie 
bildet sich so der gewunschte Hohlraum von einigen jxm 
Hohe uber der Chipoberflache aus. 

Es sei schlieBlich noch darauf hingewiesen, daB in 
der Abdeckschicht 15 weiterhin Offnungen 17 vorgese- 
hen werden konnen, durch die Besumpfungen 12 der 
obengenannten und in Figur 1 dargestellten Art direkt 
eingegossen werden konnen. 



Patentanspruche 

35 1. Verkapselung fur mit akustischen Oberflachenwel- 
len arbeitende Bauelemente - OFW-Bauelemente - 
mit einer Bauelementestrukturen (1 0, 11 , 1 2) auf ei- 
nem Substrat (1) verschlieBenden Kappe (13, 14, 
15). 

40 bei der die Kappe (13, 14, 15) durch eine auf dem 
Substrat (1) vorgesehene Abdeckung gebildet Ist, 
welche in Bereichen der Bauelementestrukturen 
(10, 11, 12) diese aufnehmende Ausnehmungen 
(1 6) besltzt, wobei die Abdeckung (1 3 bis 1 6) durch 
45 einen die Bauelementestrukturen (10, 11, 12) um- 
gebenden auf rechten Trager (1 3) auf dem Substrat 
(1) und eine auf den Trager aufgebrachte Abdeck- 
schicht (15) gebildet Ist und wobei als Material fur 
die Abdeckung (13 bis 16) ein durch Fototechnik 
50 strukturierbares Material Verwendung findet und 
die Abdeckung durch Fototechnik strukturiert Ist. 

2. Verkapselung nach Anspruch 1 , 

bei der der Trager (1 3) als geschlossener Rahmen 
55 ausgeblldet ist. 

3. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei der zusatzlich zum Trager (1 3) in von den Bau- 
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elementestrukturen (10. 11, 1 2) verschiedenen Be- 
reichen auf dem Substrat (1) Stutzen (14) vorgese- 
hen sind. 

4. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
bei der als Material fur den Trager (1 3) und die Stut- 
zen (14) ein durch UV-Licht strukturierbares Mate- 
rial Venwendung findet. 

5. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
bei der als Material fur den Trager (1 3) und die Stut- 
zen (14) ein Fotolack Vennrendung findet. 

6. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei der als Material fur die Abdeckschicht (15) Glas 
Verwendung findet. 

7. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei der als Material fur die Abdeckschicht (15) Glas- 
keramik VenA/endung findet. 

8. Verkapselung nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
bei der uber der Veriopselung eine Umhullung aus 
Kunststoff angeordnet 1st. 

9. Verkapselung nach Anspruch 8, 

bei der die Umhullung aus Kunststoff auf der Grund- 
lage von Reaktionsharzen oder Themrioplasten be- 
steht. 

10. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
bei dem fur Abdeckung (15) und Umhullung Werk- 
stoffe Verwendung finden, deren Ausdehnungs- 
bzw. Schrumpfungsverhalten nach Fertigstellung 
der Verkapselung die Ausbildung der Ausnehmung 
sicherstellen. 

11. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 

bei der die Abdeckung (13 bis 16) so geformt ist, 
da3 sie auf dem Substrat (1) vorgesehene elektri- 
sche Anschlusse (21 ) f reilaBt. 

12. Verkapselung nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
bei der die Abdeckung (13 bis 16) Offnungen (17) 
zum Einbringen einerakustischen Dampfungsmas- 
se (12) enthalt. 



Claims 

1. Encapsulation for components which operate using 
surface acoustic waves - SAW components - having 
a cap (13, 14, 15) which seals component struc- 
tures (10, 11, 12) on a substrate (1), in which the 
cap (13, 14, 15) is formed by a cover which is pro- 
vided on the substrate (1 ) and has, in regions of the 
component structures (10, 11, 12), cutouts (16) 
which accommodate said component structures 



(10. 11, 12), the cover (13 to 16) being formed by 
an upright carrier (1 3), which surrounds the compo- 
nent structures (10, 11, 12), on the substrate (1) and 
by a covering layer (1 5) which is applied onto the 
5 carrier and a material which can be structured using 
a photographic technique being used as the mate- 
rial for the cover (13 to 16) and the cover being 
structured using a photographic technique. 

10 2. Encapsulation according to Claim 1 in which the 
carrier (1 3) is designed as a closed frame. 

3. Encapsulation according to one of Claims 1 or 2, in 
which, in addition to the carrier (13). supports (14) 

?5 are provided on the substrate (1), in regions other 
than the component structures (10, 11, 12). 

4. Encapsulation according to one of Claims 1 to 3, in 
which a material which can be structured by UV light 

20 Is used as the material for the carrier (1 3) and the 
supports (14). 

5. Encapsulation according to one of Claims 1 to 4, in 
which a photoresist is used as the material for the 

25 carrier (1 3) and the supports (14). 

6. Encapsulation according to one of Claims 1 to 5, in 
which a glass is used as the material for the cover- 
ing layer (15). 

30 

7. Encapsulation according to one of Claims 1 to 5, in 
which glass ceramic is used as the material for the 
covering layer (15). 

35 8. Encapsulation according to one of Claims 1 to 7, in 
which a plastic sheath is arranged over the encap- 
sulation. 

9. Encapsulation according to Claim 8, in which the 
40 sheath is composed of plastic on a base of reactive 

resins or thermoplastics. 

10. Encapsulation according to one of Claims 1 to 9, in 
which materials are used for covering (15) and 

45 sheathing, the expansion and shrinkage behav- 
iours of which ensure the formation of the cutout, 
after completion of the encapsulation. 

11. Encapsulation according to one of Claims 1 to 10. 
50 in which the cover (1 3 to 1 6) is formed such that it 

leaves free electrical connections (21) which are 
provided on the substrate (1). 

12. Encapsulation according to one of Claims 1 to 11 , 
55 in which the cover (1 3 to 1 6) contains openings ( 1 7) 

for the introduction of an acoustic damping com- 
pound (12). 
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Revendlcations 

1. Encapsulation pour des composants travaillant 
avec des ondes acoustiques de surface - compo- 
sants OAS - qui comporte un chapeau (13, 14, 15) 
enfermant des structures (10, 11, 12) de compo- 
sants sur un substrat (1), 

dans lequel le chapeau (13, 14, 15) est forme 
par un recouvrement qui est prevu sur le substrat 
(1) et qui a dans des parties des structures (10, 11 , 
12) de composants des ^videments (16) qui les re- 
goivent, le recouvrement (1 3, 6 16) etant form6 par 
un support (13) 6rig6 sur le substrat (1 ) et entourant 
les structures (10, 11. 12) de composants, et par 
une couche (15) de finition deposee sur le support 
et un matdriau pouvant etre structure par photolito- 
graphie 6tant utilise comme matSrIau pour le recou- 
vrement (1 3 ^ 1 6) et le recouvrement 6tant structure 
par photolitographie. 

2. Encapsulation suivant la revendicatlon 1 , dans la- 
quelle le support (13) est r^alisd en cadre fermd. 



10 



IS 



20 



et le revetement des materiaux dont les comporte- 
ments de dilatation et de contraction assurent la for- 
mation de t'dvldement apr^s la finition de I'encap- 
sutation. 

11. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 k 

10, dans laquelle le recouvrement (13^ 16), estfor- 
md de manldre a d^gager des bornes (21 ) electri- 
ques pr^vues sur le substrat (1). 

12. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 k 

11, dans laquelle le recouvrement (13 a 16) com- 
porte des ouvertures (17) pour Introduire une com- 
position (12) d'att^nuation acoustique. 



3. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 ^ 
4, dans laquelle, en plus du support (1 3), il est pr6vu 25 
sur le substrat (1 ) des soutlens (14) dans des zones 
diffdrentes des structures (10, 11, 12) de compo- 
sants. 



4. Encapsulation suivant Tune des revendlcations 1 a 30 

3, caract^ris^e en ce que Ton utilise comme matS- 
riau pour le support (13) et les soutiens (14) un ma- 
tdriau pouvant §tre structure par de la lumlere UV 

5. Encapsulation suivant Tune des revendlcations 1 a 35 

4, dans laquelle on utilise comme materiau pour le 
support (13) et les soutiens (14) un vernis photo- 
sensible. 



6. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 k 40 
5, dans laquelle on utilise du verre comme materiau 
pour la couche (15) de finition. 

7. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 h 

5, dans laquelle on utilise de la vitroceramique com- 45 
me materiau pour la couche (15) de finition. 

8. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 k 
7, dans laquelle un revetement en matiere plastlque 

est dispose au dessus de Tencapsulation. 50 

9. Encapsulation suivant la revendicatlon 8, dans la- 
quelle le revdtement en matidre plastlque est k ba- 
se de r^sines de reaction ou de matldres thermo- 
plastiques. 55 



10. Encapsulation suivant I'une des revendlcations 1 a 
9, dans laquelle on utilise pour le recouvrement (15) 



6 



# 



EP 0 759 231 B1 



FIG1 




10^ 



11 



12 14-E] 14-tJ 




H3 16^ 14-* 



FIG 2 

15 



17) f15 



r 



1 



e-^ 14 



1 

14^ 



13^ 



^1 



FIG 3 



